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Telefunken Diode BAW75 Datasheet
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Extram schnelle Schalter
Abmessungen in mm
" a<=18
Kulﬁudu\‘ P B B4
‘——!!ﬂ‘—'!—r ! Standard Glasgehiuse
i ! 54 A 2 DIN 41 8BO
. =2 | =39_| =28 JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Perindische Spitzensparrspannung Unm 35 W
Sperrspannung Uy 25 W
StoBdurchlaBstrom
t,=1ps - 2000 -
Periedischer Durchlalspitzenstrom fempa 500 mé
DurchlaBstrom I 300 mid
DurchlaBstrom, Mittelwert
Uy=0 b 150 i
Verustleistung
=4 mm, T, =45 °C P, 440 mw
T 525°C P, 500 mw
Sperrschichtternperatur '||'J 200 o
Lagerungstemperaturberaich '|""Ii - §5...+ 200 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
/=4 mm, T =konstant Ryia 350 K W
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Telefunken Diode BAW75 Datasheet
Kenngrifen Min. Typ. Max.

Te= 25 =C, falls nicht anders angegeben
Durchla@spannung

.= 30mA Ur 1 W
Sperrstrom

Uy =25V ‘In 100 ni

Un=25‘u','-r1=15l.‘.l-“tl [ 100 .
Durchbruchspannung

ly =5 Ugry? a5 W
Dipdenkapazitét

=0V, #f=1MHz, U, =50 mV C, 4 pF

Rickwinserholzeit

fe=lg=10mA, i; =1 ma t 4 ns

[=10mA U} =BV,

=1 mA A =1000 t 2 ns

1

t
1
P —
T =001, IF—D,E ms
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